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Abstract (Aim, Use
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Contents)

本検討では、電子デバイス用4～6インチ基板上に0.3～0.6 μm程度の線幅のAl微細
パターン形成し、さらに同基板上の所望位置にAlのPad電極を形成した。

実験
Experimental

本検討は東北大学試作コインランドリーにて電子ビーム蒸着装置によるAl成膜、コー
タデベロッパによるレジスト塗布、i線ステッパを用いた露光、スプレー現像装置に
よる現像、アルバック多用途RIE装置又は、アルバックICP-RIE#1による反応性ドラ
イエッチング、リフトオフ工程を用いて下記のプロセスを検討した。
・検討プロセス
基板へのAl成膜→レジスト塗布→プリベーク→i線露光装置による露光（1層目）→
現像→レジストハードニング→反応性エッチング→レジスト剥離→レジスト塗布→i
線露光装置による露光（2層目）→現像→Al 製膜→リフトオフ
ここで、前記i線露光装置により、1層目は基板上にファインピッチのレジストを解
像させ、2層目の露光ではウエハアライメントにより所望位置に逆テーパ形状のレ
ジスト層を形成した。

結果と考察
Results and Discussion

本検討で得られたスペース部0.3 μm線幅のファインピッチを含むAl膜上のレジス
ト像及び反応性エッチング後のAl微細パターン形成例をFig. 1に示す。1層目のAlの
厚みは0.14 μmである。基板材が6inchである場合、反応性エッチングでアルバッ
クICP-RIE#1を用いるとFig. 1に示す様な所望のパタンを基板面全面に解像すること
ができた。
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Fig.1 Finished Al fine pitch electrode with Al Pad. (Al fine pattern: Line width
0.45um,Space width 0.3um)
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